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Hersteller: VEB Mikroelektronik „Karl Liebknecht“ Stahnsdorf 

vorläufige technische Daten 

Si-npn-Leistungsschalttransistoren 

Anwendung: Schneller Leistungsschalter in induktiven Stromkreisen 

bei hoher Spannmumg 
Z. B. Schaltregler 

Wechselrichter 

Steuerung von Wechsel- und Gleichstrommotoren 

Besondere Merkmale: Multiepitarial-Mesa-Technik 

Glaspassivierung 

kurze Schaltzeiten 

Masse: £ 4 g 
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Bezugspunk! 
zur Messung 
der Gehäuse- 

temperatur 

Kbnnzeichnung Bild 1: Gehäuse 
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Grenzwerte (gültig für Bereich der 8p.rrlnhio.'n.tthp.l'ßflit‚ wemn nichts anderes angegeben) 

Anschlüssen 

Kurzzeic] maz. Einheit| Bemerkungen __ 

Kollektor-Emitter- U, 160 (SU 386) Y Uppg=-2V 
CEY Spannung 250 (SU 387) Y 

300 (SU 3868) Y 
‘ < 

VoER Voev. Rag 5 109 
U, 125 (SU 386) Y A 
HBD 200 (SU 387) V B ” 

250 (SU 388) 

Emitter-Basis- U, 7 Y 
Spennung 20 

Kollektorstrom I| 5 (SU 386) A ohlener Wert 
z 8 (SU.387) A für Normelbetrieb 

10 (SU 388) A (Nennstrom) 

15 15 (SU 386) A 
15 (SU 387) A 
20 (SU 388) A 

X 20 (SU 386) A 
x 20 (SU 387) A *, = 2 ms 

25 (SU 388) A Q=0,1 

Basisstrom 1y 6 (SU 386) A 
4 (SU 387) A 
4 (SU 388} A 

9 (SU 386) A 
Tou 6 (SU 387) A tp=2ms 

6 (SU 388) A 01 

Gesamtverlustleistung Pıot 150 W 9: £ 25 ° 

Sperrachicht- % 175 % 
temperatur 

Gehäusetemperatur * -25 175 ° 

Lagerungstemperatur J‘„ +5 +35 gC max. 3 Jahre 
‚in der Verpackung 5 =50 +50 C max. 1 Monat 

Zugkraft an den 10 N einmalig beim Biegen 
Anschlüssen Dauer 10 8 

Druckkraft an den 2 X einmalig beim Montieren 

Anzahl der Biegungen 

körper £& 1,5 mm 

Bild 2: Schaltzeichen



1/88 (12) 3 SU 386, SU 387, SU 388 

Kennwerte ( = 25-°% - 5K) 

Kurzzeichen min. maI. 'gg; Prüfbedingungen 

Kollektor-Emitter- v 125 V(SU 386) =0, = 0,1 4 
Durchbruchspannung (BR)CEO E ] o 

200 V(SU 387) 6,< 1 m8 

250 V(SU 388) | Binzelimpuls 

Emitter-Basis- v 7 Y In = 04 = 10 m 
Durchbruchspennung (BR)EBO C » Iz 

Xollektor-Emitter- I, 1 E Uap = U =-2V He CEY cg * Vopymax* UnE 

ääl.ekto.l:'*-fil.‘l.tt:ä—g uflBllt * 1,5 V(SU, 386) IB = 0,54A Ifl - IC|-t 

1,6 V(SU 387) | 1y = 0,8 A $n <1 m 

1,5 V{(SU 388) | Iy = 1,2A Binzelimpuls 

Basis-Emitter- Uapsat 2,0 V(SU 386) | 1y = 0,5A 
Sättigungsspannung 2,0 W(SU 387) | I = 0,8A 

2,0 V{(SU 3881 | 1y = 1,2A 

Speicherzeit %. 2 ‚unt8u 386) Ipı - 0,54 Ohmsache 

2 /uS(SU 387) | 1p; = 0,8 A Last, 

‚2 yus(SU 388) | Ip, = 1,2A Ig » Iogat, 

Abfallzeit i: 1 ‚ul(5ü 386) IB1 = 0,5A 'IBE/IB1 =2 

0,8 yus(SU 387) | Inı = 0,8 A,Ugg = 100 V 

0,7 Jue(SU 388) | 1nı = 1,2 A 

Imerer R 1,0 K/W 
Wärmewiderstend thjo 

® | 

O 

s 

E Bild 3: Grenzwert der Gesamtverlustleistung 
] 50 0 % in Abhängigkeit von der Gehäuse- 

temperatur
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